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1.序論：先行研究で帯電ミストを利用した PEDOT:PSS のテクスチャーSi 上成膜と Si 系太陽電

池への応用を報告した。今回は各種誘電体を基板およびマスクとした PEDOT:PSS 成膜および

Si 底部の塗布形態について隙間間隔を変数として調査した。また先行研究で PEDOT:PSS の Si

ナノピラー（SiNP）上部の成膜では表面を被覆するように塗布し，ピラー内への輸送は確認さ

れなかった。今回は SiNP内への輸送について Nafionを媒介として検討した結果を報告する。 

2.実験：各種部材（Si，金属, ガラス，PET）を Si上に配置し，隙間間隔を変化させて PEDOT;PSS

成膜を行った。各種部材による Si底部へのミスト輸送状態を顕微鏡観察した。また各種部材に

よる基板表面近傍の基板バイアスによる電界強度に及ぼす影響を電界シミュレーションにより

調べた。更に Si（100）にテクスチャーおよび SiNPを形成し，PEDOT:PSSの他 Nafion，P(VDF-

TrFE)高分子ミストの基板付着過程を SEM, EDSにより評価した。また溶液の粒度分布をレーザ

ー散乱で評価した。 

3.結果：Fig. 1は PEDOT:PSSおよび F系ポリマーである Nafionミストの SiNP上塗布の SEM像

を示す。PEDOT:PSS では表面被覆され，SiNP 内部への輸送は確認されなかった。一方 Nafion

では Si底部まで挿入された。そこで PEDOT:PSS/Nafion混合比を変化させて同様の実験を行っ

た結果 Nafion:PEDOT:PSS=5:1まで NP底部までの輸送が観察できた。この要因について溶液の

粒度分布を調査した。Fig, 2は PEDOT:PSS./Nafion含有比に対する粒度分布を示す。混合比 5：

1 まで NP の内径以下（＜10nm）であった。以上の結果は Fによる表面張力の低減とミスト平

均粒径の微細化が起因する。また AES分析から PEDOT:PSSに起因する Sのピークが観測され

ることから NP内に PEDOT:PSSが輸送できたと考えらえる。更に Nafionは Si終端能に優れて

いることから反射率の低減とともに光閉じ込め効果の促進が期待される。 

  

 

Fig. 1 PEDOT:PSS, Nafionの SiNP上塗布形態 Fig.2 PEDOT:PSS/Nafion 混合比に対

する粒度分布（1:0, 5:1, 3:1, 1:1） 
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